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Losung 1

1. Organisation des RAM-Speichers:

26
B S EEE——
Speicher-
Zeilenadresse matrix
— > | & 20
z-Bit = N =2"P
3
Spaltenadresse b
| > 2°:1
s-Bit

2. Quadratisches Silizium-Chip, deshalb ist es zweckméaflig z = s = 6 zu wihlen. Damit
ergibt sich fiir die Anzahl der Wortleitungen /Bitleitungen:

7 =2"=20=64 S =2°=20=¢64

3. 2=8=606

Losung 2

1. 512x8-Organisation: 512 Zellen mit 8-Bit Worter = 512 Zellen miissen adressiert
werden. Dazu sind 9 Adressleitungen erforderlich.

2. Es sind 8 RAM-Bausteine der Organisation 8kx1 notwendig, um einen Speicher mit
einer Kapazitdt von 8k Worter und einer Wortbreite von 8 Bit zu realisieren.

3. ROM-Baustein der Speicherkapazitit von 2048 Bits und 8 Adressleitungen = Es
kénnen 256 Zellen adressiert werden = 256 x8-Organisation
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4. Speicherelement mit der Adresse A2BFEg

Zeilennummer A2 = 16219 Spaltennummer BFE;g = 19019

5. Anzahl der erforderlichen Chips: 16

. .. . . 32Mbyte :
Ein Chip ist 2 M x 8 bit = 16 Mbit grof = 22224 — 16 Chips

Anordnung der Chips: 4 Chips pro Zeile und 4 Chips pro Spalte

6. 10 Chips mit je 4K x 4 bit =- Speicher der Organisationsform: 8K x 20 bit (5 Chips
pro Zeile; 2 Zeilen). Das 20. Bit bleibt unbenutzt.

3 Chips der Organisation 8K x 1 bit und 8 Chips der Organisation 4K x 4 bit realisieren
exakt den geforderten Speicher, aber mit einem Chip mehr.

Losung 3

1. Aufbau einer statischen CMOS-RAM-Zelle:
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2. Aufbau einer dynamischen CMOS-Speicherzelle:
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